
จิระวัฒน  เกลือ้นรัตน  2550: การศึกษาฟลมบางซิลิกอนที่เคลือบดวยกระบวนการดีซี
สปตเตอริงและอารเอฟสปตเตอริง  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ฟสิกส) สาขา
ฟสิกส ภาควิชาฟสิกส  ประธานกรรมการที่ปรึกษา: รองศาสตราจารยสุปรียา 
ตรีวิจิตรเกษม, Dr.Ing.  65 หนา 
 
 

 การวิจัยนี้  ไดเคลือบฟลมบางซิลิกอนดวยวิธีดีซีสปตเตอริงและวิธีอารเอฟสปตเตอริง  
ความดันกอนการเคลือบฟลมมีคาประมาณ 2×10-5 mbar  โดยใชเปาสารเคลือบเปนซิลิกอน
บริสุทธิ์ 99.9% ขนาดเสนผานศูนยกลาง 7.620 cm  และหนา 0.318 cm  ใชแผนรองรับเปนแผน
ควอตซ  ความดันกาซอารกอนขณะเคลือบมีคาประมาณ 8×10-3 mbar  ใชกําลังไฟฟาในการ
เคลือบฟลม 3 คา คือ 100, 150 และ 200 W  และเวลาในการเคลือบฟลม 1 - 3 ช่ัวโมง  พบวา  ที่
กําลังไฟฟาและเวลาในการเคลือบเทากัน  กระบวนการดีซีสปตเตอริงมีอัตราการเคลือบเร็วกวา
และใหฟลมที่มีความหนามากกวากระบวนการอารเอฟสปตเตอริง 
 
 เมื่อนําฟลมตัวอยางไปอบดวยความรอนที่อุณหภูมิ  700, 800, 900 และ 1000 °C  และ
เวลาในการอบ  5, 10 และ 20 ช่ัวโมง  แลวศึกษาโครงสรางจุลภาคของฟลมตัวอยางดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดและเครื่องเล้ียวเบนรังสีเอกซ  พบวาฟลมบางซิลิกอนที่
เคลือบดวยวิธีดีซีสปตเตอริงมีความเปนผลึกมากกวาฟลมที่เคลือบดวยวิธีอารเอฟสปตเตอริง  และ
ความเปนผลึกของฟลมมีคาเพิ่มขึ้นตามกําลังไฟฟาที่ใชในการเคลือบฟลม  อุณหภูมิ  และเวลาที่
ใชอบฟลม 
 
 เมื่อใชสมการของเชอรเรอรคํานวณขนาดเกรนของฟลม  พบวาไดผลเชนเดียวกับความ
เปนผลึกของฟลม  โดยฟลมที่เคลือบดวยวิธีดีซีสปตเตอริงมีขนาดเกรนใหญกวาฟลมที่เคลือบดวย
วิธีอารเอฟสปตเตอริง 
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